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 要  旨 
 
量子ドットは理想的には状態密度がδ関数をとると考えられ，量子ドットレー
ザ，単一電子トランジスタなど様々な応用が期待されている．この量子ドットの
中でも，GaSb/GaAs系量子ドットはType-Ⅱバンド構造を構成し，電子はドット周
辺に存在し，正孔はGaSb量子ドット内に閉じ込められる．このキャリアの空間的
分離により長いスピン緩和時間特性が期待され，またType-Ⅰバンド構造と組み合
わせることにより長波長発光も期待される． 
一般的なGaSbドットのPL半値幅は100 meVに対し，これまで卒業研究において
PL半値幅 48 meVの比較的均一なGaSb量子ドットの作製が可能となったが，ドッ
ト断面の観察により，GaSbドット内とGaAsキャップ層内に欠陥が多く存在してい
ることが確認された．  
そこで本研究では，欠陥が少なく，かつ均一なGaSbドットの自己形成技術の開
発を目的とし，GaSbとの格子不整合量を抑えるために，はじめにGaAs基板の代わ
りにIn0 .53Ga0.47 As/InP基板を導入することを試みた．しかし，格子不整合量が低す
ぎるために，In0 .53Ga0.47 Asバッファ層のわずかな成長条件のずれによって，3次元
成長せず2次元成長となりやすいという成長制御の難しさが問題となった． 
そこで，GaSbとの格子不整合量を少し上げ，かつGaSbドット結晶の性質に近い
GaAs0 .86Sb0.1 4/GaAs基板を導入することを検討した．GaSbドット成長中は，横方向
サイズが制限され，ドットの高さだけが増大していく傾向が見られた．そこで，
その後の成長中断(アニール)によりGaSbドットサイズを小さくした後，
GaAs0 .86Sb0 .14層で埋め込みを行った．GaAs 0 .86Sb0.14層の歪み緩和効果により，PL
ピーク波長は長波長化し，発光強度の増大が見られた．またPL半値幅 38 meVが
得られ，従来のGaSb量子ドットに比べ欠陥が少なく，かつ均一なドットの作製に
成功した． 
 
 
